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製品、解析概要

・2021年型トヨタMIRAI水素燃料電池（FC）昇圧コンバーターに、デンソー内製としては初の

SiC-MOSFETが採用、搭載されており、本レポートは、世界初の解析レポート！

・搭載チップは、トレンチゲートを採用、電流センサーと温度センサー内蔵の1200V級のSiC-MOSFET。

低転. 位密度の基板RAF（Repeated A-Face）技術採用の製品（Web情報）

・SiC-MOSFETチップは200Aクラスの駆動電流で低ON抵抗（LTECで測定）となっておりチップサイズ

は自動車用途としては最大クラス。（当社解析他社チップサイズ比より）

レポート内容

1. TOYOTA MIRAI搭載デンソー製SiC-MOSFET 構造解析レポート

⇒ 60万円(税別)

・SiC-MOSFETチップ断面、平面解析（セル部分、外周部）の詳細構造、サイズ、材料分析が

レポート内容に含まれます。（ FWDチップについても断面・平面解析データーあり ）

・電流センス比、温度センサーの断面・平面解析を行い、解析結果を基に等価回路を推定実施。

2. TOYOTA MIRAI搭載デンソー製SiC-MOSFET プロセスフロー・電気特性解析レポート

⇒60万円(税別)

SiC-MOSFETと組み込み温度センサーの製造プロセスフローの推定、

N-epi層（ドリフト層）のドーピング濃度の抽出

オン抵抗およびブレークダウン電圧の測定

単位面積あたりのオン抵抗は、他メーカーに比べて約10～20％低くなっています。

※当社解析の他社SiCトランジスタとの比較より。

デンソー製 SiC-MOSFETの構造・プロセス解析レポート（世界初）

チップ写真(SiC-MOSFET)パッケージ写真 SiC MOSFET 耐圧測定
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SiC-MOSFET・FWDチップ構造解析レポート
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チップ全体写真
（Top Metal Layer）

SiC-MOSFET・FWDチップ構造解析レポートからの抜粋

チップ全体写真
（Poly-Si Layer）

チャネルストップ
XXXμm

Guard ring
XXXμm

JTE
XXXμm

Seal ring電極

Gate電極

Source電極

トランジスタ周辺 JTE: (Junction Termination Extension)

セル領域
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Table 1: 他社1200V-SiC MOSFET製品との比較

プロセスおよび電気特性評価解析レポートからの抜粋
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